
公開 公開 
「立体構造新機能集積回路 

（ドリームチップ）技術開発」 

（事後評価）第１回分科会 

資料６－１ 

ＩＴイノベーションプログラム 

「立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発」 
（事後評価） 

 
（２００８年度～２０１２年度） 
プロジェクトの概要（公開） 

ＮＥＤＯ 
電子・材料・ナノテクノロジー部 

２０１３年６月２８日 

１．事業の位置付け・必要性について 
２．研究開発マネジメントについて 

公開 公開 
１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発では、 

高密度化、配線遅延への対応、低消費電力化、開発期間短縮が期待され、 

異機能を持つチップの積層（三次元化）により、これまでにない機能を発揮 
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More Moore 

従来手法では限界目前 
（配線遅延・ゲートリーク・ばらつき） 

2000 2005 2010 2015 

More than Moore 

More Than Mooreへのチャレンジ 
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本PJのターゲット 



公開 公開 

経済産業省 研究開発プログラム 
「ITイノベーションプログラム」のテーマとして実施  

政策上の位置づけ 

産業技術
政策 

第三期科学技術
基本計画 

IT新改革戦略 

■継続的イノベーションを具現化するための科学技術の研究開発 
 基盤の実現 
■革新的IT技術による産業の持続的な発展の実現 

■いつでも、どこでも、誰でも ＩＴの恩恵を実感できる社会の実現 

経済産業省 

目的：我が国が目指す高度情報通信ネットワーク社会の構築に向け、経済成長戦略大綱、ＩＴ新改革戦略、科学
技術基本計画及び技術戦略マップ等に基づき、情報化の進展に伴うエネルギー消費量の増大等の課題にも考
慮しつつ、その基盤となる情報通信機器・デバイス等の情報通信技術を開発し、実社会への利用を促進する。 

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発 

実行プログラム１:  ITイノベーションプログラム  

・・・・・ 

１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 

事業原簿 Ⅰ－3 

● Ⅰ．ＩＴコア技術の革新 ［ｉ］世界最先端デバイスの先導開発 
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公開 公開 

＜１＞ ライフサイエンス分野  
＜２＞情報通信分野 
    ①高度情報通信機器・デバイス基盤関連技術  
     （１）半導体分野  
     （２）ストレージ・メモリ分野 
     （３）コンピュータ分野 
     （４）ネットワーク分野 
      （５）ユーザビリティ分野  
   ②新製造技術  
   ③ロボット技術  
   ④宇宙産業高度化基盤技術 
＜３＞ 環境分野 
＜４＞ ナノテクノロジー・材料分野 
＜５＞ エネルギー分野 
＜６＞ 新製造技術分野 
＜７＞ 各分野の境界分野・融合分野及 
     び知的基盤研究分野   

スピントロニクス 
スピンを用いた 

半導体メモリ等 

Beyond CMOS 

三
次
元
化
・多
機
能
化 
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) 

微細化 (More Moore) 

１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 

事業原簿 Ⅰ－3 

DFM 
最先端半導体設計技術 

MIRAI 
最先端半導体材料・ 

プロセス技術 

ナノエレ 
極限微細化CMOS 

ドリームチップ 
立体構造を用いた 

夢の半導体技術 

ＮＥＤＯ中期計画における位置づけ 

ＮＥＤＯ第二期中期計画（H19-H24） 
「高度情報通信機器・デバイス基盤関連技術 」の主要テーマとして実施  

＜半導体分野の中期計画＞ 
引き続き微細化限界に挑戦し、ｈｐ32ｎｍ（ｈｐ：half pitch、回路配線
の幅と間隔の合計の1/2に対応する材料・プロセス基盤や設計技術
等を確立するとともに、三次元化技術への新たな取組等に挑戦し、
微細化・三次元化の手段等による半導体性能の向上を図る 
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公開 公開                            

日本が強い製造技術を梃子に後工程（組立）技術 

でMore Moor ＆ More than Mooreを実現 

１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 
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後工程 
技術 
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Si wafer 

BOX 

III-V 
(GaAs...) 化合物 他 

微細化 前工程 
技術 

Tr構造 

材料 

Xnm化 
MIRAI  

（H13-H22)  

ナノエレPJ 
（H13-H22) 

ドリームPJ 
（H20-H24) 

公開 公開 

 
         年度 単位：百万円 

H20 
(2008) 

H21 
(2009) 

H22 
（2010) 

H23 
(2011) 

H24 
（2012) 

合計 

予算 
本予算 1,500  1,476 1,000  460  － 

7,553 
補正 500  976 740 1,201 

三次元積層半導体の市場規模は約4兆円(2017年）と推定 
予算総額75億円で3兆円のTAM※に対し3千億円以上の事業創出を目差す 

 
 

事業規模（予算額） 

3D-IC搭載セット別出荷動向予測 
(2010-2017) （百万台) 

3Ｄ対象セット
の出荷数量は
7年間で 
100倍に 

１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 

事業原簿 Ⅰ－2 

半導体品種別3D-IC 市場規模予測(2017年） 

40B$ 
（2017年） 

5/19 ※TAM（ Total Available Market）：有効市場 

ドリームチップPJ
の対象は 
3D-IC市場全体
の約8割 



公開 公開 
１．事業の位置づけ・必要性について （1）NEDO事業としての妥当性 

事業原簿 Ⅰ－4 

日本は最も早くから三次元積層技術を推進 

Ad-STAC Program (2008~  Alliance of Industry, academy, 
government, institute and Taiwanese related industry 

USA、EU、アジアの各研究機関は、要素技術開発・設計ツール開発・コストモデル構築等への 
比重が高く、具体的な応用を想定した実証デバイス開発の例は、ASET以外少ないようである。 
但し、米国においては企業連合であるHMCコンソーシアム（ネットワークインフラ）が活動を開始し、更に、TSMCとAmkorがサプライ
チェーンの独占を指向しており、具体的応用を想定した動きが始まっている。 

    年 
地域 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

日本 

米国 

欧州 

アジア 

国際連携 

NEDO: ドリームチップＰＪ 
先導
研究 

NEDO: Stacked 
Memory chip R&D 

(2004-2006） 

Sematech：三次元IC製造プロセス 

DARPA：3DL1,3DM2,3DM3 3D circuit design 
DARPA 
：VISA Proj. 

FP6：e-CUBE Proj. 

IMEC 3D-SiC program High density TSV process 

FP7：ENIAC,  EPoSS 

e-BRAINS Proj. 

Ad-STAC Program (Alliance of Industry, academy, government, institute） and Taiwanese related industry 

IME 3DTSV Consortium （Singapore alliance of industry & government） 

3D ASSM：Georgia Tech.(US), IZM (Germany), KAIST (Korea) 
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公開 公開 

中間評価以降 見直し・強化施策を追加 

H20 H21 H22 

①多機能高密度三次元集積化技術 
②複数周波数対応通信三次元デバイス技術 
③三次元回路再構成可能デバイス技術 

H23 

 
 

中
間
評
価 

ＰＪスタート 

テ
ー
マ
見
直
し 

基
本
計
画
見
直
し 

H24 

事
後
評
価 

H25 

加速 

中間評価をうけて体
制、開発内容を見直し 

①多機能高密度三次元集積化技術 
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２．研究開発マネジメントについて （２）研究開発計画の妥当性 

事業化 
促進 

８月 
実施 

12月 
実施 

11月 
実施 体

制
変
更
１
回
目 

体
制
変
更
２
回
目 
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実施企業幹部との 
事業化協議 

技
術
推
進

委
員
会 

実
用
化
・実
用
化 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

外部有識者により 
進捗をチェック 
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要素技術開発と応用デバイス開発の2本立てでPJ開始 

研究開発項目 研究開発内容 最終目標 

①多機能高密度 
三次元集積化技術 

1. 設計技術 
A)設計環境技術 
B) インターポーザ技術 

2. 評価解析技術 
A)チップテスト技術 
B)積層・接合技術 
C)薄ウェハ技術 

3. 基盤技術の有効性実証 
A)実証デバイス開発 

TSV加工技術、 

積層技術、 

設計技術、 

評価解析技術の開発 

②複数周波数対応
通信三次元 
デバイス技術 

１．マルチバンドRF MEMSデバイス 
２．マルチバンドフロントエンド回路 

MEMS回路、制御・電源回路をMCM積層

したマルチバンド対応のRFデバイスを開

発する 

③三次元 
回路再構成可能 
デバイス技術 

1. 回路再構成可能 
三次元集積化デバイス技術 

2. アーキテクチャおよび設計技術 

回路再構成可能デバイスの三次元積層

化アーキテクチャの開発 

回路再構成可能デバイスのプロセスフ

ロー開発 

２．研究開発マネジメントについて  《リマインド： ＰＪ開始～中間評価までの目標》 
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公開 公開 

体制変更一回目（平成22年度）：  

   3Ｄプロセス技術の連携強化のため組織をASETに一体化  

NEDO 

PL 

研究委託 

①多機能高密度三次元集積化技術 

②複数周波数対応通信三次元デバ
イス技術 

富士通 

③三次元回路再構成可能デバイス
技術 

日立製作所 

事業原簿 Ⅱ－4 

２．研究開発マネジメントについて  

ＡＳＥＴ 

《リマインド： ＰＪ開始～中間評価までの体制》 
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NEDO 

PL 

研究委託 

①多機能高密度三次元集積化技術 

②複数周波数対応通信三次元デ
バイス技術 

富士通 

③三次元回路再構成可能デバイス
技術 

日立製作所 

ＡＳＥＴ 

ＡＳＥＴ 



公開 公開 
中間評価結果(H22/8)： 要素技術へ注力 

【研究成果について】 

事業原簿 Ⅱ－7 

２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制、（４）実用化、事業化に向けたマネジメント、（５）情勢変化への対応 

①多機能高密度三次元
集積化技術 
 

シミュレータ、プローブ技術、バーンイン技術は世界トップクラス
で評価できる 
ただ、評価技術は利用環境の観点で不十分 

②複数周波数対応通信
三次元デバイス技術 

MEMS素子の安定性とコストの点で有効性に疑問 
過去の技術蓄積を活用すべき 

③三次元回路再構成可
能デバイス技術 
 

目標値（二次元ICの25%程度の性能改善）は、二次元ICの改良
技術でも十分達成可能 
三次元IC化の優位性、実現性を明確に 
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【総合評価】  

 ・NEDO委託事業として実施することに意義あり 
 ・ TSVと積層接合周りの要素技術の確立を優先に資源（人・物・資金）を集中すべき 

公開 公開 

1.事業の位置付け
•必要性 

2.研究開発マネジ
メント 

3.研究開発成果 

4.実用化、事業化
の見通し 

0.0 1.0 2.0 3.0 

平均点 

1.3 

1.7 

1.3 

①三次元集積化技術 

②複数周波数デバイス 

③再構成デバイス 

3.研究開発成果 

４.実用化、事業化 

3.研究開発成果 

４.実用化、事業化 

3.研究開発成果 

４.実用化、事業化 

2.1 

1.7 

1.9 

1.1 

1.3 

0.7 

X+Y≧４ ： 優良 

X+Y≧３ ： 合格 

研究開発成果（Ｘ） 

実
用
化
の
見
通
し
（Ｙ
） 

項目別評価結果  

全体平均 

0.0 1.0 2.0 3.0 

平均点 

① 

② ③ 
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２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制、（４）実用化、事業化に向けたマネジメント、（５）情勢変化への対応 

中間評価結果（H22/8)：応用デバイスに厳しい評価  

11/19 

2.7 



公開 公開 

中間評価をうけて 

１．研究開発テーマの見直し 
   ・三次元集積化技術に注力 
     （TSV加工、チップ積層、評価など） 

 
２．実施体制の見直し 
   ・テーマ見直しに伴い、実施者、体制を見直し 

 
３．市場動向を踏まえた加速 
   ・市場競争力強化技術に重点 

 

事業原簿 Ⅱ－8 

２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制、（４）実用化、事業化に向けたマネジメント、（５）情勢変化への対応 
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公開 公開 

研究開発項目① 

三次元集積化
技術 

研究開発項目② 

複数周波数対応通信デバイス 

研究開発項目③ 

回路再構成可能デバイス 

(1) 
設計 
技術 

 (2)評価技術 

 (3)要素技術 

A 

B 

←設計環境技術は平成22年度末をもって目標達成 

←インターポーザ-は要素技術開発に特化し（３）に  
  統合 

１．研究開発テーマの見直し 

事業原簿 Ⅱ－8 

２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制、（４）実用化、事業化に向けたマネジメント、（５）情勢変化への対応 

（１） 
設計
技術 

A シミュレーションツール開発 H22で終了 

B インターポーザ-開発 （３）に統合 

三次元集積化技術に注力 

13/19 

↑利用環境の観点から車載環境での評価技術  
  を追加 

←MEMS積層の要素技術に特化し（３）に統合 

←三次元集積化技術に特化し(３)に統合 



公開 公開 

研究開
発項目 

研究開発内容 
最終目標 

内容 担当チーム 

多
機
能
高
密
度
三
次
元
集
積
化
技
術 

評価解析技術 
・放熱構造の最適化及び評価解析
技術 

■熱・積層接合技術WG 
■薄ウェハ技術 

共通要素技術開
発と設計基準策定 

 

・TSV加工、積層等の設計・レイアウ
ト・プロセス工程のライブラリ開発 

■３Ｄインテグレーション技術WG 

・積層チップ間の高速伝送、低消費
電力技術 

■超ワイドバスＳｉＰ 三次元集積
化技術WG 

・多積層時の信号ノイズ対策技術 ■デジアナ混載三次元集積化技
術WG 

・多積層時の電源供給技術 ■ヘテロジーニアス三次元集積化
技術WG 

中間評価をうけ三次元積層化の要素技術に注力 

事業原簿 Ⅱ－8 

２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制、 ５）情勢変化への対応 

14/19 

公開 公開 

実施体制（平成23年度以降） 

発明審議会 

NEDO 

  
 
 
 

PL 
全体統括 
益 一哉 研究委託 

技術・企画調査委員会 
技術動向調査、対外広報主催（国際会議等） 

 
 
 

技術研究組合 超先端電子技術開発機構（ＡＳＥＴ） 

静岡大 東京大 明星大 芝浦工大 東北大 富山県立大 京都大 東工大 

共同実施 

発明審議会 

多機能高密度三次元集積化技術 

神戸大 産総研 

評価解析技術 共通要素技術開発と設計基準策定 

 
 

複数周波数対 
応通信三次元 
デバイス技術 

富士通 

 
 

日立製作所 
ルネサスエレクトロニクス 
ローム 
デンソー（H23より参加） 

イビデン 
エルピーダメモリ 
新光電気 
凸版印刷 
日本ＩＢＭ 

事業原簿 Ⅱ－8 

２．研究開発マネジメントについて 
 （３）実施体制 

新テーマにあわせて体制、実施者を再編 

シャープ 
東京エレクトロン 
凸版印刷 
ナックイメージテクノロジー 
日本電気 
パナソニック 
山一電機 

15/19 

２．実施体制の見直し 
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市場競争力強化技術を加速 

平成22年度 平成23年度 平成20年度 平成21年度 平成24年度 

プロジェクト開始 

加速⑤：100M円 
TSVの低コスト化 
技術開発 

中間評価 

加速：261M円 
超ワイドバスの実証 
チップ開発 

加速：46M円 
ウェハ一括テスト 
技術の開発 

加速：200M円 
アナデジ混載の実証チップ開発 

 ビット幅2k本、伝送能力100GB/sec以上を達成 

センサ、ADコンバータ混載した実
証チップを試作し機能を検証する 

ロジックと超ワイドバスメモリの 
２チップ構成（ビット幅2k本以上、 
伝送能力100GB/sec以上）とした 
実証デバイス＃１の論理レベル 
を設計する 

 300mmウェハ一括対応接触・非接触混在プローブ 
カード（3.6万非接触端子を備えた計18.6万端子）の 
基本性能を実現した 
ISSCC（2010/02サンプランシスコ）で発表、関連特許５件出願済 

可変フィルタ、可変インダクタ、ドラ
イバIC、RFフロントエンド回路開発 
 

ロジックと超ワイドバスメモリの 
２チップ構成とした実証デバイスの
論理レベルを設計する 

加速：100M円 
RF-MEMSむけ小型化・高性能化 
技術開発 

微粉体シリカの充填溶融技術の 
開発 

事業原簿 Ⅱ－9 

２．研究開発マネジメントについて 
（５）情勢変化への対応 

＜成果＞ 
ＴＳＶ加工費の 
半減に目処 

16/19 

３．市場動向を踏まえた加速 

公開 公開 

外部アピール 
国際会議(IEEE3D-IC)、技術成果報告会等（NEDOは後援） 

展示会(CEATEC、nano-tech)、NEDO Webでトピックス紹介 

事業化を意識したマネジメント 

外部の知見を入れた進捗チェック 技術推進委員会実施（H23年12月） 
 ・集積化技術の達成レベルに高評価（TSV径、ピッチ幅、熱評価等） 
 ・出口戦略に柔軟性を（ファウンドリへの要素技術ライセンス等） 

事業原簿 Ⅱ－9 

２．研究開発マネジメントについて 
（４）実用化、事業化に向けたマネジメント 

事業化・実用化の推進 
参加企業毎に事業化に向けた取組みを協議、 

出口戦略の強化を推進 

（H24年12月～H25年1月) 

ドリームチップ技術成果報告会 
（2013.3.8 ＠芝浦工大） 

CEATEC 2011 
(2011.10) 

nano tech 2012 
(2012.2) 17/19 

http://www.ceatec.com/2012/ja/index.html


公開 

ＡＳＥＴ 

事業化を見据えた知財マネジメント 

プロジェクト 

実施前の特許調査 

知財規程を 

整備 

プロジェクトでの 
研究開発 

戦略的な特許取得 

専門家（知財プロ

デューサ）配置 

参画企業に帰属、 

事業化に向けて活用 
事業原簿Ⅱ-9 

２．研究開発マネジメントについて 
（４）実用化、事業化に向けたマネジメント、 

18/19 

NEDO 

PL 
全体統括 
益 一哉 

実施企業 
大学/ 
研究機関 

体制 

発明審議会 
技術・企画調査委員会 
技術動向調査、対外広報主催 

（国際会議等） 

 

公開 公開 

２．研究開発マネジメントについて 
 

 
 
 
 

 
 

ドリームチップPJ 
で開発した要素技術 

事業化にむけた開発 
（各社） 

事業候補 

・狭ピッチ配置 
・μ径TSV形成 

・低コストTSV形成技術 
 （シリカ材焼結技術） 

ＴＳＶ形成 
技術 

              ・  ・C2C技術 
                                  ・W2W技術 
                                  ・薄ウェハ化 
                                  ・バンプ技術 
                                  ・接着技術 
                                  ・放熱技術 
 

チップ積層 
技術 

・高速電気回路、電磁界 
 シミュレーション技術 
・大パワーPI、SIシミュレー 
 ション技術 
・熱応力シミュレーション 

設計技術 

・非接触プロービング技術 
・非破壊TSV欠陥計測技術 評価技術 

・積層接着材 
・TSV絶縁膜材 材料技術 照度センサ他 

ＨＰＣむけ 
ハイエンド 
プロセッサ 

カメラ 
モジュール 

ＷｉｄｅI/O 
DRAM 

スマート 
ホンむけ 
デバイス 

今後は各社の事業に特化した開発へ 

メモリ 

ロジック 
（プロセッサ） 

ワイドバス 

センサ 

アナログ 

ロジック 

アナデジ混載 

ＭＥＭＳ 

アナログ 

ロジック 

ヘテロ構造 

fab TSV 積層 PKG 

test 

サプライチェーン 

※詳細は「実用化・事業化の見通し及び取り組みについて」（非公開）参照 

19/19 
事業原簿Ⅱ-9 



「立体構造新機能集積回路 

（ドリームチップ）技術開発」 

 （事後評価）第１回分科会 

資料６－２ 

ＩＴイノベーションプログラム 

「立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発」 
（事後評価） 

 
（２００８年度～２０１２年度 ５年間） 

プロジェクトの概要（公開） 

PL（益 一哉） 
ASET 

２０１３年６月２８日 

３．研究開発成果について 
４．実用化、事業化に向けての見通し 

1/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

 

テーマ 
目標 成果 達成度 

シミュレーション 
ツール開発 

・現状と比較し2ケタ多いメッシュ数及び8
倍の信号幅の解析対象を現状と同等の
計算時間で解析する回路シミュレータ開
発と評価 

・現状と比較し500倍の高速化を実現する
電磁界シミュレータの開発と評価 

・「改良LIM法＋並列化」とRLGC-MNA
法の組み合わせにより、現状比較800
倍の回路シミュレータを開発し、目標達
成を確認 

・グリッド数低減技術及び並列計算技
術の適用により、660倍の高速化を達
成した。また新規アルゴリズム(改良型
ADE-FDTD法)の効果を確認 

○ 

回路品質・電源品質
安定化回路技術開発 

・デジタル・アナログ混載回路、多電源化
に対応した素子内蔵インターポーザの設
計基盤技術を開発し、その技術仕様書を
策定する 

 

・TEGによる要素別目標を達成し、その
評価・検査技術を確立 

・コンカレント設計モデルを策定し、実
証モジュールのインターポーザと有機
基盤の設計に適用し、試作評価によっ
て有効性を確認 

◎ 

設計仕様作成 

・CMOS半導体デバイス、機能デバイス等
を、相互に接続可能とする機械的・電気
的インターフェースを設定し、技術仕様書
を策定する 

 

・インタフェース仕様を策定した。 

（例：使用周波数帯の10倍の領域で電
源インピーダンス1Ω 以下、資料周波
数帯で0.1Ω 以下など） 

 

○ 

【参考】①-(1) 設計技術  

事業原簿  Ⅲ．研究開発成果について 

本テーマは中間評価（H22)で評価済み 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 



2/34 

公開資料 

 

テーマ 目標 成果 達成度 

チップテスト技術開発 
（中間評価で評価済） 

・300mmウェハに対し、30万端子以上の一
括アクセスを可能とする技術開発 

・15Gbps/DUTの信号速度での検査可能性
の確認 

 

・大気圧加重（接触端子）＋容量結合（非接
触端子）で30万端子アクセスの可能性確認。
試験用に、18.6万端子のプローブカードを開
発し稼働確認 
・ウェハテスト/バーンイン可能な温度制御
技術（スプレー冷却）を開発 

◎ 

熱・積層接合評価技術 

・20W以上の発熱に対応する放熱構造の評
価解析技術を開発する。 

・車載環境下での放熱冷却構造の最適化
設計と、評価解析技術の開発 

・放熱設計技術仕様書を策定する 

 

・TSVをもつTEG三積層構造で熱伝導パラ
メータ抽出手法を開発。シミュレーションとコ
リレーションから熱特性評価技術を確立 
・20W/cm2に対応する放熱構造は、ヒートパ
イプを介してシステム筐体に放熱する構造
とすべきことを確認 

○ 

薄ウェハ評価解析 

高精度ウェハ加工技術及び極薄チップ加
工技術を確立 

・ガラスマウントのウェハ支持体(WSS)を活
用し、表面のバンプ有無にかかわらずウェ
ハ厚10μ m±1μ mを達成 

・ICF(Inter Chip Fill)付のダイシングテープを
採用して、10μ m厚のチップのダイシング・
ピックアップ・積層工程の効率化を確認 

○ 

①-(2) 評価解析技術 

事業原簿  Ⅲ．研究開発成果について 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 

3/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(1) 設計技術 成果事例  

高速シミュレータの開発 

事業原簿  Ⅲ-3 



4/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(2) 評価解析技術 成果事例 

事業原簿  Ⅲ-3 

5/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(2) 評価解析技術  成果事例 （熱・積層接合評価技術） 

事業原簿  Ⅲ-5 



6/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(２) 評価解析技術  成果事例 （薄ウェハ評価解析） 

事業原簿  Ⅲ-9 

7/34 

公開資料 

 

テーマ 目標 成果 達成度 

 

3Dインテグレーション 

技術 

（３）－Ｂ 

ＴＳＶをはじめとする共通要素に関わる設
計基準・レイアウト基準・プロセス工程基
準を、プロジェクトの標準的仕様として策
定しライブラリ化する。更に超ワイドバス
による信号授受の開発の成果を活用して、
更なる制御手法の改善検討と試作評価
を行い、標準化を含めた展開の見通しを
得る。 
  

・標準TSVセル(25um/50umピッチ）を
開発、ライブラリ化 

・積層LSIを作成し、各種レイアウト基
準、プロセス基準を策定し、試作積層
LSIの特性評価からバンプ・TSVの基
本的電気特性を取得 

・TSV電気特性モデルを提案し、設計
評価でモデル化 

・積層チップ間同期回路方式を開発し、
W2W積層チップの実測でクロックス
キュー60%削減を確認 

・加工対象を柔軟に選択できるVia-
LastプロセスによるTSV加工技術を構
築し、TSV周辺に発生する機械的スト
レスが小さく、KOZ<2umと出来ること
を確認 

・DC-DCコンバータの最上チップ配置
方式を提案・設計・試作し、 IRノイズ
の約1/4化を確認 

・W2W積層で3層積層を行い次世代三
次元積層SiP向け集積化技術を開発 

・ハイブリッドW2W積層に必要な表面
の前処理法を開発（水素ラジカル） 

◎ 

①-(3)共通要素技術開発と設計基準策定 

事業原簿  Ⅲ-14 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 
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公開資料 

 

テーマ 目標 成果 達成度 

超ワイドバスSiP 

三次元集積化技術 

（３）－Ｃ 

ロジックと超ワイドバスメモリ（ビット幅2ｋ
本以上、伝送能力100GB／sec以上）をイ
ンターポーザで相互接続した三次元積層
SiPの試作・評価を行い、伝送能力や消
費電力などの特性面における三次元積
層の優位性を実証する 

 

 

 

 

 

・三次元積層構造を最大限生かすI/O
の構成により、バス速度が200Mbit/s
の低速動作でも102GByte/sという従
来比8倍以上のバス伝送能力を実現 
 
・このときのビットあたりの伝送エネル
ギーが0.56pJであることを確認し、三
次元積層の優位性を実証 
（3D実装：2D実装=1:30) 
 
・TSV部のI/O信号・電源をモニタする
評価技術開発により、実際のI/O駆動
能力と信号振幅や電源供給の実動作
評価を行い、適切な設計指針を得た 
 
・微粉体シリカをTSV絶縁膜として使
用するインターポーザを形成し、従来
の絶縁膜では形成不可能な超低容量
TSV（35fF以下）を実現した 
 
・これに粉体金属を溶融充填したTSV
導体と組み合わせることにより、より
簡便な工程数化(従来工程数比1/3が
可能）を立案・策定した 

◎ 

①-(3)共通要素技術開発と設計基準策定 

事業原簿  Ⅲ-20 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 

9/34 

公開資料 

 

テーマ 目標 成果 達成度 

デジアナ混載 

三次元集積化技術 

（３）－Ｄ 

・画像処理システム（視覚支援システム
等）に必要なデジアナ混載回路の三次元
積層SiPを試作・評価を行い、電源供給
技術、高速信号伝送技術等の要素技術
を開発し技術仕様書を策定する。 

・ヘテロ積層C2Cプロセスを開発した。 
・自動車環境での動作安定性のため、
トータル70ｎFのTSV型デカップリング
キャパシタを配したSiインターポーザを
開発し、GHz帯までの効果を確認した。 
・CIS/CDS/ADC/IFチップとSiインター
ポーザ/DeCAPチップの6種10チップを
積層したTSV接続積層SiP構造により、
測距が可能な超小型(基線長10mm・
体積約350mm2)の2眼画像センサモ
ジュールを完成させた。 
・自動車用運転支援画像処理システ
ムとして上記センサモジュールを2次
実装 し、 さらに電 源・ 高 速イ ン ター
フュース・放熱を備えた評価基板を作
成・評価した。 
・センサの高速性を利用した可視光の
車車間通信を応用した遠方測距など、
実用を想定した評価用アプリケーショ
ンソフトを作成・評価した。 
・試作したセンサモジュ－ルの諸元を
技術仕様書にまとめた。 

○ 

①-(3)共通要素技術開発と設計基準策定 

事業原簿  Ⅲ-24 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 
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公開資料 

 

テーマ 目標 成果 達成度 

ヘテロジーニアス 

三次元集積化技術 

（３）－E 

・ヘテロジーニアス集積化を想定したイン
ターポーザ、WLP（ウェハレベルパッケー
ジ）技術の三次元集積化における有効性
を示す。 

 

・MEMS可変フィルタと、WLP MEMSス
イッチと制御ICを積層し、三次元集積
化RFモジュールを試作し、三次元構
造化により、中心周波数と帯域幅の制
御が効果的に行えることを確認した 
 
・MEMS可変フィルタ 
LTCCウェハに直接MEMSを形成する
技術により、低損失で遮断特性に優
れたMEMS可変フィルタを実現し、非Si
系三次元積層構造の基底となりうるこ
とを確認した 
 
・WLP MEMSスイッチ 
SOIウェハとLTCCキャップウェハを用
いて三次元積層構造化しWLP MEMS
スイッチを試作。可変周波数アンテナ
へ適用して、低動作電圧で高い動作
信頼性を確認し、三次元構造の有効
性を検証した 

○ 

①-(3)共通要素技術開発と設計基準策定 

事業原簿  Ⅲ-29 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

（◎：大幅達成、○：達成、△：未達、×：大幅未達） 

11/34 

公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ 3Dインテグレーション技術） 

  

事業原簿  Ⅲ-13 
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公開資料 

バンプ用(7-8層) 

ユーザ解放配線層(3-6層) 

TSV 
P-sub 

P-well 

絶縁膜 

Well給電 

TSVの断面構造 

W
2
W

積
層

用
T
S
V

ピ
ッ

チ
 

（
1
0
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ピ
ッ

チ
＝

2
5.

2 
u
m

） 

積層方式 TSVΦ  下部電極幅 アライメントマージン 上部開口幅 上部電極幅 TSVピッチ 

W2W 10 20 5 10 20 25.2 

C2C 20 30 5 20 30 50.4 

標準セル回路内でのTSV配置 
TSVレイアウトの寸法 (um) 

回路領域 

 TSVΦ  

下部電極幅 

TSV用(1-2層) 

・ C2CおよびW2WプロセスにおけるＴＳＶレイアウト仕様策定し、ライブラリ化。配線層3-6層をユーザに 
解放し、セルサイズを標準セルのピッチと合わせることでTSVセルを回路領域に配置可 

 アライメントマージン 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ 3Dインテグレーション技術） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

事業原簿  Ⅲ-15 
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公開資料 

Siインターポーザ 

Cu-TSV 

1層目 

2層目 

25
 m

m
 

Cu バンプ 

25 mm 

電力当たりの伝送レート（Tbps/J） 

面
積

当
た

り
伝

送
レ

ー
ト

 

（
T

b
p

s
/m

m
2
）
 

0.001 

0.01 

0.1 

1 

10 

0.01 0.1 1 10 100 

マイクロバンプ 
ISSCC04 

2次元実装 
ISSCC05 

C2C積層 

22年度TEG試作 

W2W積層 

24年度（Via last） 

 ISSCC12 
    （via mid.） 

W2W積層断面写真 

・積層チップに適した通信回路および貫通ビア構造の開発により、W2W積層で世界最高水準の 
 電力あたりの伝送レート実現。TSV電気特性モデル定義し取得。標準化提案中。     

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ 3Dインテグレーション技術） 

JEITAへの標準化提案 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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・層間クロック同期回路により 
 クロックスキューを60%低減 
・評価回路も搭載し20psでの位相検出可 

・プロセスバラツキや電圧変動によりチップ間で生じるクロックスキュー低減のため、 
積層チップ間同期回路を開発。実測によりチップ層間クロックスキューを60%削減  

チップ間同期回路 

クロックスキュー (ps) 

チップ間同期回路（東北大との共同実施） 

FPGA  

16 X 16 

tile array 

TSV pitch: 25 mm 

TSVセルを 
回路領域に 
配置 

0 200 400 600 800 1000 

従来 

従来 

本技術 本技術 実測 

実測 

設計（ワースト条件） 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ 3Dインテグレーション技術） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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5mm

5
m

m

3
.0

m
m

2.1mm

電源
回路

DCDC C L 

DCDC 

3.3V系 

DCDCコンバータを上下に分散配置
することにより、電力を上下から半分
ずつ供給 

C L 

提案：3.3Vを分配 
→電流：1/3.3倍に 

(インダクタ、キャパシタを 
チップ上面に実装) 

試作チップ写真 

1 2 3 4 5 6 7 8 

チップ階層 

最
上

層
チ

ッ
プ

か
ら

の
IR

ド
ロ

ッ
プ

 (
m

V
) 

Measured 

Simulated 

従来手法 

0 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

5mm

積層チップ

(90nm CMOS)

シリコン・インターポーザ
PCB

インダクタ

キャパシタ

キャパシタ

提案手法(BCT) 

-78% 

測定結果 

電源安定化回路技術（東大との共同実施） 
・最上チップにDC-DCコンバータを配置し、高電圧・低電流で電源供給することに
より、TSV起因のIRノイズを約4分の１に低減できることを実測で確認 

提案技術 (BCT; Buck Converter on Top die) 

実装写真 提案技術 

Silicon interposer

Die 1

Die 2

L C

Buck

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ 3Dインテグレーション技術） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （超ワイドバスSiP） 

  

TSVを用いた超ワイドバス(4,096 I/O)により 
102GB/sのバンド幅を 
0.56pJ/bitのエネルギー効率で実現 
⇒ISSCC2013で発表 
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リダンダンシ回路による接合不良の救済（超ワイドバス第1世代品） 

Redundancy OFF Redundancy ON 
[18 failures] [2 failures] 

2bits Failure in 1-segment(32bits) 

Failure in Redundancy Port 

32ビット毎に1bit予備という置換密度で設計し、4k-IOに充分であることを確認  

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （超ワイドバスSiP） 

事業原簿  Ⅲ-18 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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積層時のテスト機能 （全機能動作確認済） 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （超ワイドバスSiP） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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4096 bit 100 GB/sec超ワイドI/Oバスに於いて、TSV通過信号をTSVから直接モニタリングした 

これにより適性な動作の為の駆動能力や動作速度 

を選択・制御 

Vdd 

Vss 

TSV and mBump 

Eye diagram  

capture 

Vdd capture 

Vss capture 

Mini I/O 
Rx 

Tx 

Mini I/O 
Rx 

Tx 

mBump 

Time (ns) 0 1 2 3 4 5 6 7 

0 

0.4 

0.8 

1.2 

A     5 

5     A 

A     5 

5     A 

Vdd 

Vss 

Signal 

電源・グラウンド 

雑音波形の取得 

アイ開口幅・ 

高さの測定 V
ol

ta
ge

 (
V

) 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （超ワイドバスSiP） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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Trench-First Via-Last方式の検討・試行 （前工程の最初に絶縁層形成） 

シリカ埋込  
絶縁膜 

金
属
粉
体 

シリカ埋込 
絶縁膜 

金
属
粉
体 

TSV形成工程の簡略化と 
TSV超低容量化・超高耐圧化に寄与できそう 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （超ワイドバスSiP） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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公開資料 ３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （デジアナ混載） 
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Non TSV 

DeCap 

400μmP 

TSV 

DeCap 

200μmP 

TSV 

DeCap 

1.95Ω 

ADC部 

Non TSV 

DeCap 

TSV 

400umP 

DeCap 

TSV 

200μmP 

DeCap 

1.2Ω 

デカップリングキャパシタ有り/無しの差は明白で、TSV配列が200μmピッチと400μmピッチの高周波部分は 

変わらないが、400μmは低周波で共振モードが現れているため、狭ピッチTSVの効果が出た結果となった。 

TSVをデカップリング容量(DeCap)として用い、その配置ピッチによるPDN (Power Delivery Network、電源
供給網)のインピーダンス改善（5GHzで1.2Ω 以下・共振無）を、Simulationで確認 

【IFチップ（左）、ADCチップ（右）に対する電源インピーダンス低減の効果】 

IF部 

①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （デジアナ混載） 

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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①-(3) 共通要素技術開発と設計基準策定  成果事例 （ヘテロジーニアス） 

  

３．研究開発成果について   (１)個別研究開発項目の目標と達成状況 
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差別化ポイント 要素技術 

超ワイドバスSiP 
 （メモリ＋ロジック） 

デジアナ混載3D 
 （車載用画像処理） 

ヘテロジーニアス3D 
(MEMS) 

薄ウェハ 

超多ピン設計・実装 

動作ノイズ低減 

DFT・不良置換 

センサー＋信号処理 

多電源品質 

インターポーザ活用 

非Si系三次元実装 

高周波信号処理 

Via-LastとW2W積層 

積層用回路TEG群 

高速信号伝送系構築 

10mm厚ウェハ処理技術 

薄化による特性変動評価 
積層構造の熱・応力評価技術 

超微細バンプ接合技術 

・低消費電力・高信頼性 

・多機能・高性能 

・超小型・薄化 

3Dインテグレーション 
 (回路・プロセス） 

アプリケーションチップの開発を通じて、三次元積層の要素技術および差別化ポイントを確立 
開発はワーキンググル―プ（WG)制を採用し各WGの連携＆協力体制で推進 

設計環境 

テスト技術 

H22年度で終了 

H22年度で終了 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   

ＴＳＶ形成技術 チップ積層技術 

設計技術 評価技術 材料技術 

熱・積層接合 
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・超ワイドバス（4k-IO）をもつメモリ・Siインターポーザ・ロジックSiPの設計・試作・評価⇒世界初 
・メモリとロジック積層システムのテスト技術 
・電源品質・信号品質確保手段の検討・試作・評価 
・三次元化後のテスト技術組み込みと不良接合置換技術⇒4k-IOを対象としたものは世界初 
→バス速度が200Mbit/sの低速動作でも102GByte/s（従来比8倍以上）という高い信号伝送能力を実現。 
→このときビットあたりの伝送エネルギーが0.56pJを確認し、三次元積層の優位性を実証。（3D実装：2D実装=1:30) 
 

・CIS/CDS (correlated double sampler )/ADC/Interface-Chip/Siインターポーザ 
 を積層した高度なアナログ・デジタル混載三次元システムの設計・試作・評価⇒世界最高水準 
・電源品質確保手段として高容量TSVのDeCap活用 
→ TSV型デカップリングキャパシタを配したSiインターポーザのGHz帯までの効果を確認。 
→自動車用運転支援画像処理システムとして測距が可能な超小型2眼画像センサモジュールを実装し、 
  電源・高速インターフュース・放熱を備えた評価基板を作成・評価した。 
→センサの高速性を利用した可視光の車車間通信を応用した遠方測距など、実用を想定した 
  評価用アプリケーションソフトを作成・評価。 
→試作したセンサモジュ－ルの諸元を技術仕様書にまとめた 

・RFシステムに特化した小型化・高密度実装のための要素技術開発⇒世界最小レベル 
 － 高密度三次元実装に対応する 高誘電率・抵抗内臓・高密度配線LTCC基板技術 
 － 小型・高信頼性MEMSスイッチ技術、MEMSスイッチによる小型・多バンドアンテナ素子技術 
→MEMS可変フィルタと、WLP MEMSスイッチと制御ICを積層した三次元集積化RFモジュールを試作し、 
 三次元構造化により、中心周波数と帯域幅の制御が効果的に行えることを確認 

超ワイドバスSiP WG 

デジアナ混載 WG 

ヘテロジーニアス WG 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   

成果のベンチマーキング 

三次元化で低コスト・高性能化の両立が可能であることを証明 

三次元積層品の車載化を促進 

RF領域での三次元積層技術の有用性証明 

事業原簿  Ⅲ-16、21、25、29 
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・超微細ピッチ マイクロバンプ間接続技術開発 

 －  10mmピッチ マイクロバンプ接続 

 － 位置合わせ精度・実装コスト低減⇒W2W積層技術開発 

・多様な素子形成後のウエハで対応できる貫通電極形成技術開発 

 － Via-Last TSV形成技術開発 

・W2Wでの3積層化＋Via-Last TSV形成技術開発⇒世界初 

・W2Wでの3積層化を前提としたTEGシャトル搭載TEG設計・評価⇒世界最高水準 

３Dインテグ WG 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   

成果のベンチマーキング 

→標準TSVセル(25um/50umピッチ）を開発、ライブラリ化 
→各種レイアウト基準、プロセス基準を策定し、試作評価からバンプ・TSVの基本的電気特性を取得 
→TSV電気特性モデルを提案し、設計評価でモデル化 
→積層チップ間同期回路方式を開発し、W2W積層チップの実測でクロックスキュー60%削減を確認 
→Via-LastプロセスはTSV周辺に発生する機械的ストレスが小さく、KOZ<2umと出来ることを確認 
→DC-DCコンバータの最上チップ配置方式を提案・設計・試作し、 IRノイズの約1/4化を確認 
→ハイブリッドW2W積層に必要な表面の前処理法を開発（水素ラジカル） 

三次元積層開発技術（設計・TSV形成・積層）を確立 

事業原簿  Ⅲ-16 
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・三次元構造でのチップ内温度を、二つの異なる発熱条件で、実測とシミュレーション相関を確認⇒世界初 

・定常状態から過渡応答へのモデル化により三次元構造での熱特性確認と冷却システムの選定を可能とした 

・微小接合部を含めた三次元積層のモデルでの、接合部応力のCu結晶方位依存性確認⇒世界初 

・三次元積層構造の熱応力信頼性の検証 

・300mmウェハ10mm厚の薄化加工に加え、その厚さバラつき(TTV)を0.4mmまで改善⇒世界最高水準 

・TSV付200mm/300mmウェハの10mm薄化とTTV 1mm以下の加工技術を実現⇒世界最高水準 

薄ウェハ WG 

熱・積層接合 WG 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   

成果のベンチマーキング 

→TSVをもつTEG三積層構造で熱伝導パラメータ抽出手法を開発。 
  シミュレーションとコリレーションから熱特性評価技術を確立。 
→20W/cm2に対応する放熱構造は、ヒートパイプを介してシステム筐体に放熱する構造とすべきことを確認。 

→ガラスのウェハ支持体(WSS)を活用し、表面のバンプ有無にかかわらずウェハ厚10μ m±1μ mを達成。 
→ICF(Inter Chip Fill)付のダイシングテープを採用して、10μ m厚のチップのダイシング・ピックアップ・ 
 積層工程の効率化を確認 

熱・応力設計精度及び接合精度の大幅改善 

極薄ウェハの評価・ハンドリング・関連材料の技術確立 

事業原簿  Ⅲ-21、25 
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0

1

2

3

4

5
Memory

Analog

RF

MEOL

BEOL

DfT

thermal

Stress

Metrology

Standards

HMCC

Sematech

CSNE

Georgia Tech

IZM

LETI

IMEC

ASET

KAIST

ITRI

ASTRI

IME

世界各国の研究機関の2.5D/3D開発活動 比較 
(Prismark社調査） 

成果のベンチマーキング 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

シ
ス
テ
ム
機
能
・性
能 

モバイル用 
情報処理システム 

Wide IO DRAM 

搭載システム 

(12GB/sec) 

モバイル用 
情報処理システム 

超Wide IO DRAM 

搭載システム 

(100GB/sec) 

車載用 

デジアナ混載 

画像システム 

(3D認識) 

車載システム 

大規模情報処理 
システム 

ASET ドリームチップ プロジェクトのターゲット 

車載システム 

大規模情報処理 
システム 

製品化進行中 

マルチバンド 

高密度 

RFシステム 

三次元化 
RFシステム 

三次元化 
RFシステム 

３．研究開発成果について （２）成果の意義   
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H20 H21 H22 H23 H24 合計(件） 

特許出願 
（うち外国、PCT出願） 

5 
（0） 

32 
（12） 

41 
（29） 

30 
（11） 

36 
（12） 

144件 
（64） 

論文 1 3 8 8 3 23件 

学会発表 25 74 88 88 102 377件 
その他発表（講演等） 7 1 2 1 1 12件 

受賞実績 0 0 1 1 1 3件 

主な受賞名： 半導体業界に影響力があるIEEEで ベストペーパー賞を獲得 
IEEE CPMT Symposium Japan 2012(ICSJ 2012)  Best Paper Award 
坂井他、 “PDN Characteristics of 3D-SiP with a Wide-bus Structure under 4k-IO Operations” 
 

主な学会名： 半導体関連の国際学会の最高峰のISSCCで論文採択 
ISSCC 2013 
高谷他、 “A 100GByte/s Wide I/O with 4096 bit TSVs through an Active Silicon Interposer with  
In-Place Waveform Capture” 
 

標準化活動：設計環境の標準化をJEITAに提言 
TSVの電気モデル標準化の検討を行い、JEITAへの提言を行った。 
また、ASETは当該標準化活動を支援するため、人的・経済的サポートを実施中。 
 

 

   

３．研究開発成果について （３）知財と標準化 
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３．研究開発成果について （４）成果の普及 

  【プレスリリース】 
ISSCC2013の成果（4K本TSVによる超ワイドバスデータ伝送の実証）を事前に国内メディアに紹介。 
世界最高レベルをアピール 

事業原簿  Ⅲ-24 
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３．研究開発成果について （４）成果の普及 

【学会・研究者対応】 
 
１．本プロジェクトのスタート時点から三次元積層技術の主要国際会議を主催 
 

 ①2007年 3月 東京   (3D-SIC2007、主催) 
 ②2008年 5月 東京   (3D-SIC2008、主催) 
 ③2009年 9月 サンフランシスコ (IEEE 3D-IC 2009、共催） 
 ④2010年11月 ミュンヘン  (IEEE 3D-IC 2010、共催） 
 ⑤2012年 1月 大阪   (IEEE 3D-IC 2011、主催） 
 
 
 
 

２．国内企業を対象に毎年、研究成果報告会を実施 
 

  名称： 「ドリーリムチップ研究成果報告会」 
  ①2010年 6月 305名 
  ②2011年 6月  349名 
  ③2012年 6月 356名 
  ④2013年 3月 435名（最終成果報告会） 
 
 
 

３．NEDOプロジェクト終了後も、企業・大学の研究者が成果を学会で発表 
  する事に対して、ASETとして支援を行っている。 

IEEE 3D-IC 2011  

最終成果報告会 
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公開資料 

デバイス 

４．実用化・事業化の見通し及び取り組みについて （１）成果の実用化可能性 

ドリームチップPJ 
によるコア技術 

TSV関連 
デバイス市場 

3千億円 
@2017年 

モジュール 

アウトプット 事業創出規模 

製造装置 

製造受託 

材料 

技術ライセンス 

各社が事業のコア技術を持ち帰り2017年頃に3千億円以上の事業創出を目指す 

・非接触プロービング技術 
・非破壊TSV欠陥計測技術 

  ・C2C技術 
  ・W2W技術 
  ・薄ウェハ化 
  ・バンプ技術 
  ・接着技術 
  ・放熱技術 
 

・狭ピッチ配置 
・μ 径TSV形成 

・低コストTSV形成技術 
 （シリカ材焼結技術） 

ＴＳＶ形成 
技術 

チップ積層 
技術 

・高速電気回路、電磁界 
 シミュレーション技術 
・大パワーPI、SIシミュレー 
 ション技術 
・熱応力シミュレーション 

設計技術 

評価技術 

・積層接着材 
・ TSV絶縁膜材 材料技術 
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公開資料 
４．実用化・事業化の見通し及び取り組みについて （2）実用化への取組み 

【チップテスト】 A社における実用化活動 
   １．300mm径ウェハ対応の最大12万端子の接触プローブ技術を開発。 
    IEEE SW Test Workshop 2012 にて発表(2012年6月） 
 

   ２．4枚の300mm径ウェハを同時一括テストする新技術を開発。 
    （減圧方式プローブ、テスタ、プローバを全て一体化した装置を開発） 
      Takashi Naito , Daisuke Takano ,Tsutomu Shoji  
    “FULL WAFER  CONTACT BREAKTHROUGH WITH  ULTRA-HIGH PIN COUNT” 
    ,IEEE Semiconductor Wafer Test Workshop (June 10 – 13,2012/San Diego, California) 

【設計環境】 R社における実用化活動 
   電磁界解析ツール（Zantho)の設計展開 

・手順書を作成、社内に展開 
・主にASIC顧客のセットボードのEMS、EMIの事前解析に活用 
・大規模適用製品数は6件。セット基板は20～30cm角程度。基板層数は4～8層平均(最多：30層) 
・製品サポートだけではなく基礎検討にも活用、顧客ボード設計サポートに貢献 
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